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図１：SrMoO3薄膜の価電子帯の光電子

分光スペクトルとバンド計算の比較。 
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価電子帯の光電子分光スペクトルにおいては、電子相関の効果の現れ方につい

て、3d 電子系と 4d 電子系で大きな違いがあることが知られている。例えば 3d 電

子系の SrVO3 においてはコヒーレント成分とインコヒーレント成分がよく分離してお

り、m*/mb ~ 2 (m*は有効質量、mb はバンド質量)として説明がつくが[1]、4d 電子

系の SrRuO3 においてはコヒーレント成分とインコヒーレント成分が分離しておらず、

m*/mb ~ 4 の効果が観測されない[2]。今回我々は、4d 電子系であり高い電気伝導

性で知られる SrMoO3 に対し、最近作製に成功した単結晶薄膜試料[3]を用い、硬

X 線と軟 X 線による光電子分光測定を行った。硬 X 線測定は SPring-8 の

BL-47XU、軟 X 線測定は Photon Factory の BL-2C で行った。まず、Mo 3d 内殻

の形状より、薄膜試料はバルクでは Mo4+であるが、表面は Mo6+に酸化されている

ことが分かった。Mo6+は 4d0 の電子配置であるため、Mo 4d バンドには影響しない。

図１に価電子帯の光電子分光スペクト

ルを示す。硬 X 線と軟 X 線の両方で明

瞭にフェルミ準位をよぎる 4d バンドが

観測された。軟 X 線で強く見える 2.5 

eV 付近の構造は硬 X 線では強度が弱

いため、表面由来の構造と考えられる。

図１にはバンド計算の結果も示した。

実験のスペクトルのほうがバンド計算

よりもバンド幅が広く見えることから、

比熱測定から得られる m*/mb ~ 2 [4]

の 効 果 が 見 ら れ て い な い 。 こ れ は

SrRuO3でも見られた現象であり、4d 電子

系で普遍的なものであることが分かった。 
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